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Ellenallas (rezisztencia)

ellenallas
T T T

® R=U/I; [R] = Ohm (Q)

vagy

® G=l/U; [G] = Siemens (S)

Ir [A]

® P=U*l; [P]=Watt(W)
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|dealis alkatrészek

Resistor

Voliage source

[deal voltmeter
or
apen circuit

Current source

[deal ammeter

or
short circuit




Dioda

Tipusok: Ezek kdzul most a p-n &tmenet az érdekes:

Félvezet6 didda (p-n dtmenet)

Schottky-didda

gindods Proype
agutdioda silicon

Lézerdidda Anode

LED

Fotodidda

Nipelem Anode Cathode
stb.

Cathode




Forward

| : nyitoirdnyd aram
V,: nyitéirdnyu fesziiltség

| : ~ mikroamper

(szivargasi aram)

V;vagy U;:=0.26 mV
(termikus fesziiltség)

n:1 és 2 kdzott
linearitasi egyutthato







Bipolaris Tranzisztor (BJT)

@® A bazis-emitter fesziiltséggel E
szabalyozhat6 az emitter arama B
@ Fesziiltségvezérelt aramforrasként P
hasznalhatd! C
@® Altaldban adalékolt sziliciumbdl késziil

3 kivezetés: C
@® Emitter B
@® Bazis NPN:
@® Kollektor

Szendvics



#8004
BD244B

i i oA T Th AT
htﬁmﬁﬂﬁtﬂ-

L
g0 Yenrs ond Counting--




Fém Fém
csatlakozas csatlakozas

Ic

=
=
=
=
=
e

bobE-PDD P

I I
Kilritett _;.!_. _{_.,._ Kiuritett
reteg reteg

-




Bipolaris Tranzisztor (BJT)

a(alfa) =1,/1.(0.95-0.99) 0L

B (béta) = 1/(1-q) (50-200)
& 6
r, (differencidlis ellendllas) = U,./I. B &
Vd
e



Transzfer- és kimeneti karakterisztika




Egyéb tranzisztorfajtak

@® Junction gate Field Effect
Transistor (JFET)
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Egyéb tranzisztorfajtak

® Metal Oxide Semiconductor Field Effect
Transistor (MOSFET)

Oxide. Cate

Source

Body -



Jon a frekvenciafliggés

= i*
® Mostmar idében allando fesziiltsegek és Z(w) = R(w) + X (w) [Q]

aramok helyett szinuszos
id6fiiggvényekkel dolgozunk.
@ Az idéfliggvényeket leirja egy-egy komplex e i
szam (komplex amplitido) 1
Impedance | Inductor
@® Impedancia: frekvenciafiiggé komplex . ReSSOr , . reat
ellendllas

Capacitor

 J




Kondenzator (kapacitas)

_ 1 @® Az aram 90°-ot sieta
Ug=—:I¢ fesziiltséghez képest
jwC
1 ® Ha w=0, akkor szakadas
ZC‘ — T ® Ha w=00, akkor rovidzar



Tekercs (induktivitas)

dejwt y
= jw-elvt
& ! LYY Y
dI(t)
i) =1L
Up =jwL - I, ® Az aram 90°-ot késik a fesziiltséghez képest

® Ha w=0, akkor rovidzar

Zy, = "l ® Ha =00, akkor szakadas



Ohmos osztok




Frekvenciafliggd feszoszto
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Epitsiink egy erésit6t!




Koszonom a figyelmet!

Kérdések?
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